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������ の分域反転
酒井建一 �片山研究室�

強誘電体における分域反転は物理的に興味を引くばかりでなく、これを利用した記憶
素子の作製に期待が寄せられている。������ のキュリー点は約 ���� �� と非常に高く、
室温では単分域構造をとる安定な強誘電体である。最近、周期的な分域反転構造を持た
せた ������ 結晶が擬似位相整合第２高調波発生材料として注目されている。試料作製、
加工技術の進展などもあり、室温における電子線照射、高温下でのプロトン交換など種々
の手段による分域反転の研究が進展している。本研究では ������ の外部電界による分
域反転特性を調べることを目的として単結晶 ������ の電気、光学的測定を行なった。
図 � は厚さ �	� 

 の � 板の試料に �	
、�	�、�	� �� のパルス電界を印加した時の室

温での反転電流の時間変化を示す。分域反転の確認はフッ酸、硝酸の混合液中でエッチン
グ処理した後、光学顕微鏡により行なった。この電流は分極の時間変化に起因する。この
測定結果から推定した単位体積あたりの自発分極の大きさは �� � ��～�� ���
�� 程度
となった。
図 � はスイッチング時間（反転電流の流れている時間）�� の逆数 � � � �� �の電界強度

依存性を示す。各電界強度における反転電流の時間積分値を電流の極大値 ���� とスイッチ
ング時間 �� の積で近似できるものとして電界方向の分域壁の進行の速さ（分域反転速度）
� を見積もった。�� は数百 
��� のオーダーであり、 � � �	�
 �
���� � � � ��� ����


�、�	�� �
����� � � ��� ����
 � であることが明らかになった。この値は �� ��� の場
合と比較して非常に小さい。
図 � の破線から抗電界（分域反転の起こる最低の電界） � � は約 ��� ����
 と推定

できる。� � �� は ��� ��� に比例していることがわかる。この勾配より ��	 イオンに関
する２極小モデルという分極反転のミクロな機構に結びつけることができる。
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図 �� 反転電流の時間変化
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図 �� ���� の電界強度依存性

������	
 ��
���、分域反転、反転電流

�!"#$�%&� �� �''� �# (�)��&� *����


